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Contenidos Analiticos:

1-Fundamentos de Fisica Cuantica y Termodinamica Estadistica. Breve descripcion
cuantica del mundo fisico. Ecuacion de Schroedinger. Propiedades de la funcién de onda.
Ejemplos basicos: pozo de potencial infinito y finito, barrera de potencial. Electrones en
sélidos: modelo del electron libre y modelo del electrén en una red cristalina (Kronig-
Penney). Estructura de bandas, masa efectiva y concepto de hueco. Funciones de
distribucion: Maxwell-Boltzmann y Fermi-Dirac.

2-Sélidos: conductores, semiconductores y aislantes. Propiedades. Tipos de sélidos.
Caracteristicas. Semiconductores intrinsecos y extrinsecos. Nivel de Fermi.
Conductividad. Efectos térmicos. Semiconductores en desequilibrio: la ecuacién de
continuidad.

3-Diodo de union P-N. Caracteristicas fisicas. Circuitos equivalentes. Circuitos con
diodos: aplicaciones elementales. Estructura fisica de la unién P-N abrupta. Diagrama de
bandas de energia. Potencial de contacto, aproximacién de vaciamiento. Solucion de la
ecuacion de Poisson. La unién P-N como rectificadora de la corriente. Caracteristicas V-I
del diodo semiconductor: ecuaciéon de Schockley. Modificaciones al modelo ideal. Circuito
equivalente de pequefa sefal. El diodo como elemento de circuito. Aplicaciones
elementales: recortadores y rectificadores. Especificaciones de los diodos. Diodo Zener:
circuitos reguladores de tension basicos.

4-Dispositivos de efecto de campo

4.1- El transistor de efecto de campo: JFET. Analisis cualitativo y cuantitativo: relacion ID-
VD. Caracteristicas estéaticas de salida y de transferencia. Analisis grafico del amplificador
con FET. Polarizacion. Modelos de pequefia sefal: circuitos amplificadores basicos.

4.2- La estructura MOS: andlisis cualitativo y cuantitativo. Comportamiento en zona de
acumulacion, vaciamiento, vaciamiento-inversion e inversion. Transistores MOSFET de
acumulacion y de empobrecimiento. Analisis cualitativo y cuantitativo: potencial umbral
VT, relacion ID-VD. Caracteristicas estaticas de salida y de transferencia. Polarizacion.
Modelos de pequeiia sefial.

5-Transistor bipolar de union

5.1- Estructuras, tipos y simbologia. El transistor bipolar ideal. Modos de funcionamiento:
estudio cualitativo. Configuraciones. Analisis cuantitativo de las corrientes. Parametros de
rendimiento estatico. Caracteristicas de entrada y de salida. Limites de funcionamiento.
Modelo circuital equivalente de continua.
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5.2-Polarizacién del transistor bipolar de union

Eleccion del punto de polarizacién. Recta de carga estatica. Analisis de circuitos de
polarizacién para un punto de trabajo especifico. Estabilidad del punto de trabajo.
Disipacién de potencia. Resistencia térmica.

5.3-Transistor bipolar de unién en pequefia sefial y baja frecuencia

El transistor bipolar como amplificador. Modelo hibrido. Analisis de los parametros
caracteristicos. Circuitos amplificadores basicos: caracteristicas y comparacion de
configuraciones.

5.4-Transistor bipolar de unién en alta frecuencia

Modelo hibrido pi. Parametros del modelo. Amplificacién en alta frecuencia: frecuencia de
corte beta (fb) y frecuencia de transicion (fT).

5.5-Transistor bipolar real

Efectos de segundo orden: modulacién del ancho de la base (Efecto Early), inyeccién de
alto nivel, resistencias pardsitas, perforacion y ruptura, acumulacion de corriente.
Especificaciones y regimenes maximos.

6- Dispositivos de disparo controlado

El transistor unijuntura: estructura fisica y funcionamiento. Caracteristicas I-V. Aplicacién
elemental: oscilador de relajacion. Diodo de cuatro capas. Funcionamiento basico.
Caracteristicas I-V. Modelo equivalente. Mecanismos de disparo. Rectificador de silicio
controlado (SCR), DIAC y TRIAC. Aplicaciones bésicas: circuitos elementales de disparo
y control.

7- Dispositivos optoelectrénicos
Definiciones y unidades. Sistemas radiomético y fotométrico. Fotoconductor. Fotodiodo.
Celda Solar. Fototransistor. Optoacoplador. Diodo emisor de luz.
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